




По изложенному в диссертации материалу имеются следующие замечания:

1) Максимальная плотность пикового туннельного тока в расчётах получена
при толщине i-слоя равной 4 нм в то время, как в эксперименте с акцепторной
примесью «Ве» - 7.5 нм и 10 нм. Желательно пояснить выбранные толщины i­
слоя для экспериментальных структур.

2) В тексте диссертации нет пояснения, почему после температурного отжига
p-i-n туннельных диодов с акцепторной примесью углерода увеличилась
плотность пикового туннельного тока.

3) В тексте диссертации отсутствует рис. 1.12.

Приведенные выше замечания носят рекомендательный характер и не 
снижают общей положительной оценки работы. 

Заключение 

Диссертационная работа Контрош Е.В. соответствует требованиям 
Положения о присуждении учёных степеней в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Физико-техническом институте им. А.Ф. 
Иоффе Российской академии наук, предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата наук, а её автор - Контрош Евгений 
Владимирович - заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико­
математических наук по специальности 1.3 .11- физика полупроводников. 
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